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Приведены результаты разработки технологии изготовления фотоприемных матриц на основе многослойных структур с квантовыми ямами (МСКЯ) для спектрального диапазона 8-10 мкм размерностью 384х288 и 640х512 элементов, с размером пикселя 25 и 20 мкм соответственно. Фоточувствительные структуры изготавливались методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на установке “Compact 21T”. Фоточувствительный слой состоял из 30 периодов квантовых ям GaAs и барьеров AlxGa1-xAs (x=0.26). С обеих сторон фоточувствительного слоя изготавливались проводящие контакты из GaAs:Si толщиной 0,9 мкм. Концентрация Si в проводящих контактных слоях составляла 1(1018 см-3, а в квантово-размерных слоях GaAs выбиралась в пределах 5(1017см-3, что близко к оптимальной концентрации для МСКЯ фоторезисторов.

В процессе разработки технологии изготовления фоточувствительных матриц с пониженным до 20 мкм размером пикселя ранее применяемое нами жидкостное химическое травление было заменено на плазмохимическое травление. Высокая кадровая частота (120 и 100 Гц соответственно для матриц форматом 384х288 и 640х512), малая апертура (1/2) и стремление повысить рабочую температуру до 70-73 К требуют проведения дополнительных мер по повышению квантовой эффективности. 
Пример теплового изображения и гистограммы распределения эквивалентной шуму разности температур (NETD) по элементам фотоприемного модуля форматом 384х288 показаны на рисунке 1. Среднее значение NETD при времени интегрировании равном 8 мс и температуре приемника 67 К для апертуры 1/2 составило 24,7 мК. Количество дефектных элементов, имеющих NETD превышающую 70 мК, составляло менее 0,4 %.
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Рис. 1. Тепловое изображение и гистограмма NETD для модуля форматом 384х288.







